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(54) 집적회로장치용 히트싱크를 구비한 플라스틱 몰드 패키지의 형성방법

요약

내용없음

대표도

명세서

[발명의 명칭]

집적회로장치용 히트싱크를 구비한 플라스틱 몰드 패키지의 형성방법

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 집적회로 패키지의 절개 사시도.

제2도는 본 발명의 일실시예에 따른 몰드 캐비티안에 배치된 집적회로 어셈블리의 단면도.

제3a도는 본 발명의 일실시예에 따른 응력경감부를 갖는 각각의 리드선의 부분 평면도.

제3b도는 본 발명의 다른 실시예에 따른 응력경감부를 갖는 각각의 리드선의 부분 평면도.

제3c도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 응력경감부를 갖는 각각의 리드선의 부분 평면도.

제3d도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 응력경감부를 갖는 각각의 리드선의 부분 평면도.

제3e도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 응력경감부를 갖는 각각의 리드선의 부분 평면도.

제4a도는 본 발명의 일실시예에 따른 리드선들에 부착된 밀폐링을 갖는 히트싱크의 부분 수직 단면도.

제4b도는 본 발명의 다른 실시예에 따른 밀폐링을 갖는 히트싱크의 부분 수직 단면도.

제4c도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 밀폐링을 갖는 히트싱크의 부분 수직 단면도.
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제4d도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 밀폐링을 갖는 히트싱크의 부분 수직 단면도.

제4e도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 밀폐링을 갖는 히트싱크의 부분 수직 단면도.

제5도는 본 발명의 일실시예에 따른 처리된 표면을 갖는 히트싱크의 수직면도.

제6a도는 종래의 기술에 의한 반도체 다이, 리드프레임 다이, 마운팅패들 및 히트싱크간의 연결상태 단면
도.

제6b도는 본 발명의 일실시예에 따른 반도체다이, 리드프레임 및 히트싱크간의 연결상태 단면도.

제7a도는 접착제 피막 유전테이프에 의해 리드선에 연결된 히트싱크의 단면도.

제7b도는 히트싱크와 리드선간에 발생할 수 있는 전기적 단락을 보여주는 제7a도의 연결상태 단면도.

제7c도는 본 발명에 따른 접착제 피막 유전테이프에 의해 리드선에 연결된 히트싱크의 단면도.

제8a-8c도는 본 발명의 일실시예에 따른 히트싱크상에 밀폐링을 형성하는 연속적인 단계를 나타낸 도면.

제8d-8f도는 본 발명의 일실시예에 따른 히트싱크상에 단턱을 형성하는 연속적인 단계를 나타낸 도면.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 패키지                        101 : 반도체다이

102 : 히트싱크                     103 : 리드프레임

104 : 리드선                        105 : 접합선

106 : 다이접용패드              107: 밀봉제

108 : 응력감지부                 109 : 전기절연물질

110 : 접착물                       210 : 몰드캐비티

215 : 몰드                          22, 223 : 몰드의 상하부 절반부

218 : 핀                             104a : 구멍             

250 : 집적회로어셈블리       230 : 채널

422 : 단턱                          421a, 421b, 421c, 421d, 421e : 밀폐링

425a, 425b : 딤플

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 전자장치 패키징(packaging)에 관한 것으로, 특히 집적회로장치나 하이브리드 회로 또는 하나 
이상의 집적회로칩을 포함하는 모듈(module)의 패키징에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 둘 이
상의 패키지면(package side)들로부터 뻗은 리드선을 구비하며, 노출된 외부표면에 히트싱크(heat sink)
가 결합되는 패키지안의 플라스틱 밀봉 집적회로에 관한 것이다.

반도체 패키징의 초기 개발단계에서는 집적회로가 통상 금속캔(can), 또는 세라믹 리드(lid) 및 베이스
(base) 사이에 패키징 되었다.

이들 두 패키징 물질들은 우수한 열적특성을 제공하였으나, 고가이며 많은 시간이 소요되는 패키징 기술
을 필요로 하였다. 예를들어, 세라믹 패키지에서 두개의 세라믹 기판을 사용함에 따른 소요비용은 전체부
품 제조비용중에서 많은 비율을 차지하였다.

반도체 제품의 부피가 커지면서 더욱 저렴한 패키지들이 개발되었다. 가장 주목할만한 것은 플라스틱 몰
드패키지였다. 이 플라스틱 패키지는 큰 제조비 절감을 이루었지만, 금속 또는 세라믹에서 얻을 수 있는 
효과적인 열적특성이 결여되었다. 집적회로의 처리속도와 밀도가 증가되면서 개선된 열적성능(즉, 개선된 
방열성능)의 필요성도 더욱 중요해졌다. 이와 같은 필요성은, 패키지의 기계적인 디자인과 관련 어셈블리
공정때문에 패키지의 신뢰성을 해치지 않고 발생된 열을 방출시키기 위하여 패키지안에 금속 히트싱크를 
포함시키는 동기가 되었다.

방열기능을 개선시키기 위한 여러가지 시도가 있어왔으며, 이중에 가장 보편적인 것은 패키지안에 히트싱
크나 스프레더(spreader)를 결합시키는 것이다. 미국특허 제4, 975, 761호에는 패키지 내부에 포함되는 
여러가지 유형의 히트싱크들이 기재되어 있다. 그러나 이와같은 방법들은 더욱 새로운 집적회로 어셈블리
들의 발생에 따라 요구되는 수준의 방열기능을 제공하지 못한다.

또한, 패키지의 외단부에 히트싱크의 표면을 접속시키고, 이에따라 많은 열저항(thermalresistance)의 감
소를 이루기 위한 방법에 대한 연구가 있어왔다 .이와같은 시도들은 여러가지 제조상의 어려움 때문에 성
공적이지 못했다.

이중 하나의 방법에 의하면, 히트싱크와 집적회로의 플라스틱 몰드 패키징이, 반도체 다이가 부착되는 히
트싱크의 면이 몰드 캐비티(mold cavity)안쪽을 향하도록 집적회로 어셈블리를 몰드 캐비티안에서 패키징
되도록 배치함에 의해 이루어진다. 이 어셈블리는 몰드 캐비티 바깥쪽에서 리드프레임(lead frame) 어셈
블리에 부착된 핀이나 클램핑 메카니즘(clamping mechanism)에 의해 고정된다. 히트싱크의 
반대쪽면(외면)은 완성된 패키지안에서 노출된 상태로 유지된다. 몰드캐비티의 표면은 히트싱크의 외면과 
접촉된다. 밀봉제(encapsulant)가 몰드 캐비티내로 주입되어 충진된다. 밀봉제가 냉각 및 응고될때 몰드 
캐비티가 열려지고 완성된 패키지가 분리된다. 이 기술에는 여러가지 문제점들이 수반된다.

최근의 반도체 패키지 몰드설계 및 제조기술에 의하면, 히트싱크의 외면과 몰드 캐비티 사이에 충분한 밀
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폐가 이루어지지 않는다. 결과적으로 밀봉공정중에 몰드 캐비티안에 높은 압력이 존재하게 되는 한편, 특
정의 히트싱크들 사이에서의 부분적인 치수변화에 의해 히트 싱크의 표면과 몰드 캐비티가 서로 분리될 
수  있다.  이와  같이  부적당한  밀폐로  인해  노출된  히트싱크  표면과상에서  밀봉제의  블리드나 플래쉬
(flash)의 형성이 이루어질 수 있다. 블리드는 반투명 밀봉제의 바람직하지 않은 존재이며, 플래쉬는 블
리드보다 더욱 두꺼워서 육안으로 볼 수 있는 밀봉제의 바람직하지 않은 존재를 의미한다.

이 문제점을 개선하기 위하여 밀봉공정중 히트싱크와 몰드 캐비티간의 밀폐도를 향상시키기 위한 특정성
형기술이나 또는 밀봉공중후 고가의 수작업에 의한 플래쉬제거와 같은 방법들이 연구되었다. 이들 두 개
선책들은 품질의 불일치와 생산량의 저하를 초래하게 된다.

하나의 방법에 의하면, 히트싱크의 표면을 진공상태로 만들어서 몰드 캐비티 표면에 대하여 히트싱크를 
지지하게 된다. 그러나, 충분한 밀폐가 이루어지지 않거나 또는 히트싱크의 외부표면이 충분히 평평하지 
않을 경우, 밀봉제가 진공 메카니즘쪽으로 흡인된다. 이 경우 진공시스템의 세척이 곤란하고 또한 고가로 
되며, 블리드나 플래수가 히트싱크의 표면에 남게 된다.

다른 방법에 의하면, 압축공기로 동작되는 클램핑핀(clamping pin)들이 몰드 캐비티와 대면하는 히트싱크
의 면에 접촉되어 몰드 캐비티의 인접한면에 대하여 이 몰드 캐비티와 대면하지 않는 히트싱크의 면에 힘
을 가하게 된다. 그러나, 이 방법은 복잡한 핀 추출기술을 필요로 한다. 이 기술은, 핀이 제거되면서 핀
과 접합선(bonding wire) 또는 내부 패키지 리드선간에 일어나는 간섭을 피하기 위하여, 그리고 히트싱크 
표면의 손상을 피하거나 제거시핀의 부러짐을 방지하기 위하여 필요하다.

또다른  방법은  몰드  캐비티의  외부에  있는  리드프레임  부재들(리드프래임은  적어도  히트싱크 패들
(paddle)의 일측에 부착되며, 이 패들의 타측은 몰드 캐비티의 밖으로 돌출되어 있음)상에 고정시키고, 
이들 부재에 힘을 가하여 몰드 캐비티족으로 히트싱크를 밀도로 하는 것이다. 그러나, 이 방법은 패키지
의 4면에 리드선이 있는 패키지에는 적용 불가능하다.

상기한 모든 기술들에 의하면 히트싱크의 노출면상에 여러가지의 밀봉제 블리드와 플래쉬를 발생시키게 
된다. 이 원하지 않는 플라스틱은 다음의 처리동작 이전에 광범위하고 고가인 노출면의 세척을 필요로 한
다. 이것은 또한 방열기능의 저하의 원인이 된다.

히트싱크과 함께 형성된 플라스틱 몰드 집적회로 패키지는 또다른 문제점을 갖는다. 트랜지스터 패키지 
디자인에서의  히트싱크는  여러가지  오염물질이  패키지  외부의  소스(source)로부터  반도체다이의 

표면으로, 특히 본딩패드로 이동하는 것이 가능하다고 알려져 있다. 오염물질은 충분한 밀폐가 이루어지
지 못함에 따라 히트싱크와 몰드 플라스틱 사이의 접촉면을 따라 통과한다. 이와같은 패키지 내부로의 오
염물질의 침투는 몰드 플라스틱을 히트싱크에 단단히 고정시키지 못하는데에 기인한다.

오염물질은 또한 리드프레임과 몰드플라스틱 사이의 접촉을 따라서도 이동하게 되며, 또한 몇몇 선행기술
도 이와같은 문제점을 피력하고 있지만(즉, Lehner의 미국특허 제3, 564, 352호), 히트싱크를 구비한 몰
드플라스틱내의 다이의 오염물질의 주요소스는 히트싱크와 몰드 플라스틱 사이의 접촉면에 발생하는 개방
통로이다. 민감하지 않은 지난 세대의 접적회로에 대하여는 습식 모우트(moisture moat)의 사용과 같은 
방법이 대체적으로 충분한 개선책이 되어 왔다. 그러나, 최근의 집적회로에 대하여는 이와같은 해결책들
이 부적당하다.

다른 시도로서, 히트싱크의 측면상에 록킹탭(loocking tap)을 결합시키는 것이 있다. 이와같은 록킹텝은 
테스트 방식의 패키지(T0-220과 같은)와 같은 연관된 다른 문제점들을 방지하는데 적당하나, 최근의 집적
회로가 민감한 습도를 방지하는데에는 부적당하다.

히트싱크와 함께 형성된 플라스틱 몰드 집적회로 패키지에서의 세번째 문제점은 반도체 다이, 리드프레임 
및 히트싱크 사이의 연결에 관계된다. 통상 이들 연결은 제6a도에서와 같이 히트싱크와 반도체다이를 리
드프레임 다이 마운팅 패들(leadframe die mounting paddle)의 대향면들에 고정시킴에 의해 이루어진다.

반도체다이에서 발생하는 열을 밖으로 전달할 수 있도록 열전도성 접착제가 히트싱크와 다이에 접촉된 패
들 표면에 적용된다. 따라서, 열은 반도체 다이로부터 제1접착층을 통해 다이 마운팅 패들로 전달된다. 
이다이 마운팅 패들로부터 열은 다시 제2접착층과 히트싱크, 그리고 나머지 벌크(bulk) 플라스틱 재질을 
통해전달된다. 증가된 양이 열을 방출시키는데 있어서의 패키지의 한계성 때문에 열에 더욱 민감한 반도
체 설계에 대하여 이 기술을 사용하는데에는 심각한 제한이 따른다.

개선된 열전도성을 갖는 물질의 사용을 통해 다이로부터 히트싱크로의 열흐름을 증강시키기 위한 시도가 
있었지만 열이 히트싱크에 도달하기 전에 다이 마운팅 패들과 다른 접착층을 통해 흐르게 하는 동안 열적 
병목현상이 발생하게 된다.

리드선과 히트싱크 사이의 연결은 또다른 문제점을 부여한다. 히트싱크와 리드선 사이의 접착제는 이들 
사이의 쇼트현상을 방지하기 위하여 전기적 절연체이어야 한다. 만약, 이 접착제가 히트싱크와 리드선 사
이의 공간에 완전히 채워지지 않을 경우, 히트싱크와 리드선 사이에 통전현상이 발생할 수 있다.

본 발명에 의하면, 열저항의 감소를 통해 크게 개선된 열 방출기능을 갖는 저렴한 플라스틱 밀봉 패키지
내의 집적회로 또는 하이브리드회로가 제공된다. 열저항의 감소는 첫째로 집적회로가 직접 부착될 수 있
는 히트싱크를 제공함에 의해 이루어진다. 이와같은 직접적인 부착은 히트싱크와 직접회로 사이의 중간 
열장벽(thermal barrier)을 제거시킨다. 히트싱크는 열을 패키지 밖으로 전달할 수 있도록 패키지 외부로 
노출된 넓은 표면적(패키지의 외부 표면적에 상대적인)을 갖는다. 패키지 리드선들의 내부부분은 히트싱
크에 부착 되며, 이에따라 리드선들이 열을 패키지 밖으로 전도하게 된다.

또한, 본 발명에 의하면 전술한 것과 같은 성형 플래쉬가 히트싱크상에 발생하지 않도록된 전자장치의 제
조방법이 제공된다. 또한, 본 발명에 의하면 전술한 것과 같은 우수한 신뢰도를 갖는 집적회로가 제공된
다. 이와같이 개선된 신뢰도는 플라스틱 밀봉제와 히트싱크 사이의 밀폐 길이를 증가시키기 위한 기술에 
의해 얻어지는 개선된 습저항(moisture resistance)으로부터, 그리고 패키지 리드선과 히트싱크 부착영역
의 리드선에서의 응력감소를 위한 기술에 의해 얻어지는 개선된 피로저항(fatigue  resistance)으로부터 
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얻어진다.

본 발명에 의하면 개선된 집적회로 프로세스와 개선된 패키지 제조방법이 제공된다. 또한 이와같은 패키
지와 함께 사용하기 위한 개선된 히트싱크가 제공된다.

본 발명의 일실시예에 있어서, 개선된 밀폐(또는 록킹)링(sealing ring)이 밀봉된 집적회로 패키지안에 
포함된 히트싱크의 외주면상에 형성된다. 개선된 밀폐링은 밀봉제와 히트싱크 사이에 개선된 밀폐를 이루
기 위하여 히트싱크를 둘러싼 밀봉제와 맞물린다 .본 발명의 밀폐링은 또한 오염물질이 패키지 외부로부
터 더욱 먼 거리를 이동하여 내부의 반도체 다이에 도달하도록 히트싱크와 주변의 밀봉제 사이에 더욱 긴 
접촉면을 형성한다. 이와같이 밀봉제와 히트싱크 사이의 개선된 밀폐는 패키지 내부로의 오염물질의 이동
을 감소시키는데 도움이 된다.

본 발명의 다른 실시예에 있어서, 패키지 리드선들은 응력경감을 제공하도록 그 형태가 이루어진다. 응력
경감은 리드선들이 성형 캐비티에 대하여 히트싱크를 지지하는 힘을 제공하도록 긴장될때인 
몰드공정중에, 그리고 열적 사이클링(thermal cycling)에 의한 패키지 동작중에 리드선에 미치는 압력을 
경감시킨다.

본 발명의 또다른 실시예에 있어서, 열전도성 접착제는 반도체 다이를 직접 히트싱크에 부착시키며, 절연
접착제는 리드선을 히트싱크면에 부착시킨다. 이와같은 다이와 히트싱크 사이의 직접적인 연결은 다이로
부터 히트싱크로의 열전달을 증가시키게 된다.

리드선과 히트싱크 사이의 절연접착 연결은 리드선과 히트싱크사이의 개량된 접합을 이루어 히트싱크로부
터 리드선들로 열이 전달될 수 있게 해 준다 .또다른 실시예에 있어서는, 절연 접착제는 리드선들의 히트
싱크와의 단락을 방지하게 되는데, 이와같은 연락현상은 몰드 캐비티가 닫혀질때 리드선들이 당겨져서 조
금 구부러질때 발생할 수 있다.

본 발명에 의한 패키지 제조방법에 의하면 성형중에 노출된 히트싱크표면과 몰드 캐비티사이에 더욱 빈틈
없는 밀폐가 이루어진다.

이와같은 빈틈없는 밀폐로 인해 노출된 히트싱크 표면상에는 블리드 그리고/또는 플래쉬의 형성이 감소된
다. 본 발명의 일실시예에 있어서, 히트싱크와 절연접착제의 결합두께가 몰드가 닫혀질때 몰드 캐비티의 
해당 치수보다 크다. 몰드가 닫히게 되면 몰드 캐비티의 표면은 히트싱크의 노출면에 압력을 가하여 조금 
안쪽으로 밀어주게 된다. 패키지 리드선들은 상기 미는 힘에 반작용하여 필요한 탄성력을 제공하도록 설
계되며, 이에따라 히트싱크와 몰드 캐비티 사이에 충분한 밀폐가 이루어져서 밀봉제 박막이 노출된 히트
싱크 표면에 형성되는 것을 방지하게 된다.

본 발명에 따른 방법에 있어서, 리드프레임은 몰드 캐비티의 외부면에 위치한 핀이나 블록(block)들에 의
해 리드선들의 외단부 근처에서 지지된다. 몰드가 닫혀질때, 댐바(dam-bar)영역간에서 리드프레임의 양쪽
이 고정된다. 몰드가 닫히는 동안 히트싱크가 몰드가 닫히는 방향과 평행인 방향으로 힘을 받는다. 히트
싱크와 몰드 캐비티간의 치수적인 불일치로 인해 몰드가 완전히 닫혀지면 리드선들이 약간 구부러지게 되
고, 이에 의해 리드선들에 장력이 생기게 된다. 리드선들에서의 응력경감은 히트싱크를 몰드 캐비티에 대
하여 지지해 주도록 작용하는 탄성력을 제공하게 된다.

다음의 설명을 통해서는 하나의 집적회로를 포함하는 패키지에 적용되는 본 발명의 특징들이 밝혀진다. 
그러나, 본 발명은 다수의 집적회로를 포함하는 패키지에도 동일하게 적용할 수 있음을 알수 있다. 또한, 
본 발명에 의한 패키지는 폴리머 라미네이트, 세라믹, 실리콘, 금속, 또는 이들 물질의 혼합물로 구성된 
연결회로와 함꼐, 또는 연결회로 없이 구성될 수 있다.

제l도는 본 발명에 의한 집적회로 패키지(100)의 절개도이다. 반도체 다이(101)가 적당한 열전도성 접착
물(110)에 의해 히트싱크(102)상에 설치된다. 리드프레임(l03)은 히트싱크(102)의 둘레에 방사상으로 배
열된  다수의  리드선(104)들을  포함한다.  (제1도는  4면에  모두  리드선들이  있는  패키지를  도시하고 
있지만, 본 발명은 또한 4면보다 적은면에 리드선들이 있는 패키지들에도 적용된다.) 리드프레임(103)은 
전기절연물질(109)에 의해 히트싱크(102)에 부착된다. 리드선(104)은 제l도에서와 같이 위치한 응력감지
부(108)를 구비한다.

접합선(105)들은 각 리드선(104)들의 내단부를 선택된 다이접속용 패드(106)에 연결한다.

밀봉제(107)는 히트싱크(102), 다이(101), 접합선(105)와 리드선(104)들의 안쪽부분을 둘러싸게된다.

제1도에서 볼 수 없으나, 다이(101)가 부착되지 않는 히트싱크(102)의 면은 밀봉제(107)의 외부로 노출된
다.

제1도의 집적회로 패키지(100)는 다음에 설명하는 방식으로 형성된다. 리드프레임(103)은 절연접착물질
(109)이 부착된 히트싱크(102)의 외주면에 부착된다. 집적회로를 포함하는 반도체다이(101)는 열전도성 
접착물(l10)과 함께 히트싱크(102)에 부착된다. 접합선(105)의 일단이 선택된 다이접속용 패드(106)에 접
속된다. 이 접합선(105)의 타단은 리드선(104)의 내단부에 접속된다. 이 공정은 각각의 접합선(105)들에 
대하여 반복 수행된다.

제2도는 몰드(2l5)의 캐비티(210)안에 위치한 집적회로 어셈블리(250)의 단면도를 나타낸다. 제1도에서 
언급된  모든  구성부품들은  제2도에서도  같은  번호로  기재된다.  (제2도에서  리드선(104)들은 히트싱크
(102)의 양쪽으로만 도시되어 있지만, 실제적으로 리드선(104)들은 히트싱크(102)의 4면 모두에 부착될 
수  있다.  또한  제2도에서  다이  접속용패드(106)는  도시되지  않고  있다.)  반도체다이(l01)는 히트싱크
(102)의 한면(212)에 부착된다. 이 히트싱크(102)의 반대면(213)은 몰드(2l5)의 하부 절반부(223)의 면
(211)과  마주보게  된다.  리드선(l04)들은  몰드  캐비티(210)의  바깥쪽으로  뻗어있게  된다. 리드프레임
(103)의 선택 영역들(제1도)이 핀(218)들에 의해 지지된다. 몰드(215)가 닫혀질때 리드프레임(103)의 고
정이 영역(217)에서 이루어진다.

치수(225)[(히트싱크(102)와  전기절연물(109)의  결합두께)]는 몰드(215)의  하부절반부(223)의 치수(226)
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보다 조금크게 만들어진다. 집적회로 어셈블리(250)가 몰드 캐비티(210)내에 위치될때, 히트싱크(102)의 
표면(211)이 몰드(215)의 하부절반부(223)의 표면에 접촉된다. 따라서, 리드선(104)들이 몰드가 닫히기전
에 표면(200)위로 조금 들어 올려지게 된다. 제2도에는 도시 목적상 이와같은 치수(225)(226)들의 차이와 
표면(220)위로의 리드선(104)들의 들어올려짐이 과장되어 나타나 있다.

집적회로 어셈블리(250)가 몰드 캐비티(210)안에 위치된 후 몰드(215)의 두 절반부(222)(223)가 함께 모
아진다. 이렇게 두 절반부(222)(223)가 함께 모아지면서, 몰드(215)의 닫힘이 완결되기 이전에 몰드(21
5)의 상부 절반부(222)가 표면(221)에서 리드선(104)들과 접촉된다. 리드선(104)들은 몰드(215)가 완전히 
닫혀지면서 하부몰드 절반부(223)의  표면(220)에  대하여 아래쪽으로 힘을 받게 되나,  또한 리드프레임
(103)내의 해당구멍(104a)을 통해 삽입되는 핀(218)들에 의해 정해진 위치에서 측면상으로 지지된다. 결
과적으로, 리드선(104)들은 조금 구부러지고, 몰드(215)가 닫혀질때 리드선(104)들은 장력을 갖게 된다. 
이 리드선(104)의 장력은 몰드면(211)에 대하여 히트싱크면(213)을 꽉 눌러주게 되며, 이에 따라 히트싱
크(21)과 몰드면(211) 사이에는 충분한 밀폐가 이루어진다.

몰드가 완전히 닫혀진 후에는 밀봉제(107)가 몰드 캐비티(210)안으로 가압공정(예를들어, 트래스퍼몰딩이
나 주입몰딩)되어 몰드 캐비티(210)에 채워진다. 상부 케이팅(top side gating)으로 알려진, 밀봉제(l0
7)의 전입방법의 하나가 제2도에 도시되어 있다. 갱포트(gang  pot),  상면(top  plane)게이팅 또는 하면
(bottom)게이팅과 같은 다른 게이팅 방법들도 사용될 수 있다. 밀봉제(107)는 상부 몰드절반부(222)내의 
채널(230)을 통해 몰드 캐비티(210)안으로 전입된다. 밀봉체(107)가 식어서 고형화될때 몰드(215)가 열리
고 완성된 패키지(100)(제l도)가 분리된다. 완성된 패키지(100)으로부터 뻗어있는 리드선(104)들의 단부
들은 굽혀지는데, 예를들어 제1도에서와 같이 뻗어있는 접속핀들과 함께 4변형의 패키지를 형성하도록 굽
혀지는것이 바람직하다.

전술한  바와같이  몰드(215)가  완전히  닫혀질때  장력이  각각  리드선(104)들에게  전해진다. 리드프레임
(103)(제1도)안에서 전체 리드선(104)들에 의해 발생된 누적된 장력은 몰드면(211)에 대한 히트싱크(10
2)의 마주보는 면(213)에 미치게 된다. 이 정지력(static  force)은 몰드캐비티(210)로의 밀봉제(l07)의 
흐름에  의해  발생되어  히트싱크면(213)을  몰드면(211)으로부터  분리시키는  경향이  있는  동력(dynamic 
force)을  견디기에  충분하다.  이  누적된  장력은  히트싱크(102)와  접착물(109)의  결합체와 몰드캐비티
(210)사의 치수차이에 의해 야기되어 히트싱크(102)의 면(2l3)과 몰드(215)의 하부절반부(223)의 면(211) 
사이를 분리시키는 원인이 되는, 히트싱크면(213)과 몰드면(211) 사이에는 항상 충분한 밀폐가 이루어진
다. 히트싱크(102)의 표면(213)상의 밀봉제 플래쉬는 히트싱크면(2l3)을 몰드면(211)에 밀어주는 패키지 
리드선(104)들의 탄성력에 의해 형성되는 개선된 밀폐기능에 의해 제거된다.

제3a도에는  리드선(104)의  지그재그형이  응력경감부(108)의  일실시예가  도시되어  있다.  이 응력경감부
(108)는 6개의 각(α1, α2,α3,β1 , β2 , β3 )을 포함한다. 리드선(104)에서의 3개의 절곡부에서는 각각 

한쌍의 각(즉, α1, β1)이 형성된다. 본 명세서에서 내각(inner angle)은 180°보다 작은 각(즉, 모든 α

각들)을 나타내며, 외각(outet angle)은 180°보다 큰 각(즉, 모든 β각들)을 나타낸다. 이 응력경감부
(108)는 몇가지 잇점을 갖는다.

첫째, 지그재그부는 오염물질이 리드선(104)과 밀봉제(l07) 사이의 접촉면을 따라 이동하는 경로의 길이
를 증가시킴으로서 반도체다이(101)의 오염을 감소시킨다. 둘째, 지그재그부는 리드선(10)에 미치는 탄성
압축장력을 경감시킨다. 장력이 리드선(104)상에 발생될때 응력경감부(108)가 이 응력을 경감시키는 스프
링으로 작용하여 리드선(104)에 금이 가거나 파손되는 것 또는 리드선-히트싱크부착물의 보존상태에 악영
향을 끼치는 것을 방지하게 된다. 압축력이 작용하는 경우에는 이 응력경감부(108)가 리드선(104)의 구부
러짐을 방지하는 방식으로 동작한다.

특히, 리드선(104)에서의 응력의 발생은 제3a도에서와 같이 응력경감부(108)의 특정부분에 집중된 힘을 
받게 만든다. 제3b도는 본 발명의 다른 실시예에 따른 리드선(104)의 응력 경감부(108)의 평면도이다. 이 
실시예에 있어서, 리드선(104)의 절곡부의 내각의 꼭지점을 원형처리(rounding)함에 의해 추가적인 응력
경감을 이루게 된다. 이 원형처리는 리드선(104)의 각 뾰족한 꼭지점부근에서 형성되는 응력집중을 완화
시킨다.

제3c도는 본 발명의 또다른 실시예에 따른 리드선(104)의 응력경감부(108)의 평면도이다. 이 실시예에서
는 모든 각, 즉 내각과 외각의 꼭지점을 원형처리함에 의해 응력경감이 이루어진다. 다시 언급하지만, 원
형처리는 뾰족한 각에서의 응력집중을 완화시키게 된다.

제3d 및 3e도는 본 발명에 따른 응력경감부(108)의 다른 실시예들을 나타낸다. 이들 각 실시예들은 리드
선(104)의 절곡부의 내각 또는 외각의 원형처리가 이루어지지 않은 상태로 도시되어 있다. 그러나, 이들 
각 실시예들도 제3b 및 3c도에서와 같이 내각 또는 외각, 또는 이들 두각에 원형처리가 이루어지도록 형
성될 수 있음은 물론이다.

제4a도는 개선된 밀폐링(421a)을 구비한 히트싱크(102)의 수직 단면도이다. 이 밀폐링(421a)은 제4a도(또
한 제1도)에서와 같이 히트싱크(102)의 외주면 주위에 연속되게 형성된다. 또한, 단턱(424)의 접촉부에서 
히트싱크(102)의 외주면 주위에 연속되게 형성된다.

본  발명의  실시예에  있어서,  밀폐링(421a)은  제8a-8c도에서와  같이  절삭에  의해  형성된다. 절삭기구
(850a)(850b)들이 각 면(212)(213)들의 단부로부터 소정거리를 두고 히트싱크면(212)(213)들을 절삭한다. 
이 절삭기구(850a)(850b)들은 히트싱크(102)로부터 절삭된 부분을 제거하지 않고, 히트싱크면(424)으로부
터 멀리 떨어진 히트싱크(102)의 중앙으로 밀어준다. 제8b도에서 보는 바와같이, 이와같은 절삭동작에 의
해 히트싱크(102)의 외주면 주위는 날개(winged) 또는 열쇠(keyed)형태를 갖게 된다. 이 부분이 밀폐링
(421a)을 구성한 절삭동작이 이루어지면서 제4a도에서 빗금으로 나타낸 바와같이 원하지 않은 부산물로서 
만곡된 코너(curved corner)(422a)가 납게 된다. 이 만곡된 단부에 대한 손상결과를 교정하기 위하여(아
래에 상세히 언급됨), 히트싱크(102)에 2차적인 작업이 수행된다. 제8d-8f도에서와 같이 만곡코너(422a)
가  바람직하게는  압형기구(85)에  의해  눌려져서  직각의  단턱(422)을  형성하게  된다.  연마  또는 식각
(etching)과 같은 다른 적절한 기술들도 상기의 만곡코너(422a)를 직각으로 단턱으로 만드는데 사용될 수 
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있다.

본 발명의 다른 실시예에서는, 전술한 바와 다른 방법으로 형성된 밀폐링(421a)을 구비할 수 있다. 예를
들어 본 발명의 밀폐링(42la)은 연마, 식각, 캐스팅(casting), 펀칭, 레이저 절삭 또는 다른 적당한 기술
에 의해 형성될 수 있다. 또한, 상기 밀폐링은 날개형성과는 다른형상을 가질 수도 있다. 제4b-4d도에는 
본  발명에  따른  밀폐링의  다른  가능한  형상들이  도시되어  있다.  제4b도에는  T형  단면을  갖는 밀폐링
(421b)이 도시되어 있다.

제4c도에는 밀폐링(421c)의 어느 한쪽에 형성된 딤플(dimple)(425c)(425b)들을 구비한 직사각형의 단면을 
갖는 밀폐링(421c)의 어느 한쪽에만 형성될 수도 있다. 제4d도에는 밀폐링(421d)을 관통하는 구멍(426)들
을 구비한 직사각형의 단면을 갖는 밀폐링(421d)이 도시되어 있다. 본 발명의 또다른 실시예에 있어서는, 
제4e도에서와 같이 히트싱크(102)내의 만입부(indentation)가 밀폐링(421e)을 형성한다. 이들 다른 실시
예들은 날개형상의 밀폐링(421a)을 포함하는 실시예와 유사하며, 이들은 모두 밀폐링과 밀봉제(107) 사이
에 충분한 밀폐를 제공하여 패키지(100)내부로의 오염물질의 이동을 감소시킨다. 이와같은 잇점들은 아래
에 더욱 상세히 기재되어 있다.

여러가지 형상의 밀폐링, 즉, 밀폐링(21a)은 두가지 유익한 효과를 제공한다. 첫째, 이들 형상은 밀폐링
과 몰드밀봉재(107) 사이에 양호한 압축 밀폐상태를 형성하게 된다. 이러한 압축 밀폐가능은 밀봉제(10
7)와 히트싱크(102) 사이에 부적당한 접합이 형성되기 때문에 필요하다. 밀봉제(107)와 히트싱크(102) 사
이에 양호한 압축밀폐가 이루어지지 않을 경우, 습기가 패키지(100) 내부로 유입되어 내면을 팽창시켜서 
밀봉제(107)로부터 떨어지게 된다. 밀봉제(107)의 고형화중에 이 볼봉제(107)가 수축되어 밀폐링을 조여
주면서 양호한 압축밀폐가 이루어지게 된다. 본 발명의 밀폐링이 없이는 밀봉제(107)의 압축력이 히트싱
크(102)에 대하여 패키지 신뢰도의 요구조건에 부합되지 못하는 취약한 밀폐가 이루어지게 된다.

둘째, 본 발명의 밀폐링, 즉 밀폐링(421a)은 반도체다이(101)영역으로의 오염물질의 이동을 감소시키게 
된다. 이것은 두가지 방식으로 발생하게 된다. 첫째 본 발명에 따른 밀폐링의 몇몇 실시예들, 특히 밀폐
링들(421a)(421b)(42lc)에 있어서, 히트싱크(102)와 밀봉제(107) 사이에는 밀폐링이 없을 경우보다 더욱 
긴 접촉면을 형성하게 된다. 이것은 히트싱크(102)와 밀봉제(107) 사이의 경로를 따라 패키지의 외부로부
터 이동되어 다이로 유입되는 오염물질들이 패키지(l00)의 내부에 도달하기 위하여 이동하여야 하는 경로
가 더욱 길어진다는 것을 의미한다. 둘째, 본 발명에 따른 밀폐링의 모든 실시예들에 있어서 히트싱크
(102)와 밀봉제(107)사이에 형성된 개선된 압축밀폐로 인해 오염물질이 패키지(100)의 내부로 유입될 수 
있는 히트싱크(102)와 밀봉제(107)간의 간격을 축소시킨다.

함몰된 단턱(422)역시 두가지 잇점을 제공한다. 첫째, 이 단턱(422)의 직사각형의 경로는 이 단턱(422)이 
없이 형성된 밀폐링에 존재하는 만곡코너(422a)보다 길다 .밀폐링과 함께 히트싱크(102)와 밀봉제(107)사
이의 접촉부상의 이와같은 추가적인 경로는 외부의 오염물질이 접촉부의 경로를 통해 패키지(100)의 내부
로 들어가는 것을 방지하도록 동작한다.

둘째, 상기 단턱(422)의 형성에 의해 성형공정중 몰드면(211)에 대한 히트싱크(102)의 완전한 결합을 가
능하게 하는 몰드-히트싱크 접촉부상에 정밀하게 설정된 밀폐영역을 제공하게 되고, 이에 의해 히트싱크
(102)의 노출면(213)상에서의 밀봉제의 플래쉬나 블리드를 방지하게 된다. 또한, 단턱(422)이 형성되지 
않을 때 존재하게 되는 만곡코너(422a)는 패키지(100)가 완성된 후에 히트싱크(102)와 밀봉제(107) 사이
의 접촉면상에서 고형화된 밀봉제(107)가 벗겨질 가능성을 높이게 된다.

제5도에는  본  발명의  또다른  실시예가  도시되어  있다.  히트싱크(102)의  표면(24)이  식각, 모래분사
(sandbasting), 거친 플레이팅, 흑산화(black oxide) 또는 다른 방법에 의해 거칠게 처리된다. 이와같은 
거친처리에 의하여 표면(424)은 밀봉제(107)와 히트싱크(102) 사이에 더욱 양호한 접합을 이루어지게 된
다.

또한, 처리면(424)은 히트싱크(102)와 밀봉제(107) 사이에 더욱 긴 접촉면을 제공하게 되어 패키지(100) 
내부로의 오염물질의 유입을 감소시키는데 도움이 된다. 제5도에는 나타나 있지 않지만 리드선(104)(제
4a)도)들도 또한 이와같은 잇점을 위해 같은 방법으로 거칠게 처리될 수 있다.

제6도는 종래기술에 의해 반도체다이(601), 리드프레임다이 마운팅패들(615) 및 히트싱크(602) 사이의 일
련의 연결상태를 보인 단면도이다. 반도체다이(601)과 히트싱크(602)는 리드프레임다이 마우팅패들(615)
의 양쪽면상에 설치된다. 열전도성 접착물(609)(610)이 각각 히트싱크(602)와 다이(601)와 접촉되는 패들
(615)의 표면상에 적용된다. 반도체다이(601)로 부터 발생된 열은 제1접착층(610)을 통해 다이 마운팅패
들(615)로 진달된다. 이 다이 마운팅패들(615)로부터 열은 다이 마운팅 패들지지용 비임(beam)(604)을 통
하거나, 또는 제2접착층(609)과 히트싱크(602)를 통해 패키지내의 집적회로로부터 빠져나가게 된다. 이 
형상은 히트싱크(602)나 다이 마운팅 패들 지지용 비임(604)으로 충분한 열을 전달하기 위한 다이 마운팅
패들(615)의 무능력 때문에, 그리고 히트싱크(602)의 노출면의 결여로 인해 불충분한 열전달을 이루게 된
다.

제6b도는 본 발명의 일실시예에 따라 반도체다이(101), 리드선(104) 및 히트싱크(102) 사이의 일련의 연
결상태를 보인 단면도이다. 열전도성 접착물(110)이 반도체다이(101)를 직접 히트싱크(102)에 
부착시키며, 절연접착물질(109)이 리드선(104)들을 히트싱크(102)에 부착시키게 된다. 다이(101)와 히트
싱크(102)간의  이와같은  직접적인  연결(제6도의  종래의  연결과  비교하여)은  다이(101)로부터 히트싱크
(102)로의 증가된 열 전달을 가능하게 한다.

그후에, 열은 패키지(100)의 외부로 노출된 히트싱크(102)의 면을 통해 패키지(100)(제1도)의 외부로 전
달된다. 이와같은 노출면은 플라스틱 밀봉제(107)(제1도)가 히트싱크면을 덮어서 이 밀봉제(107)가 추가
적인 열장벽으로 작용할때에 비하여 패키지(100)로부터의 더욱 큰 열전달을 가능하게 한다. 또한, 다이
(l01)로 부터 리드선(l04)들로의 더욱 큰 열전달은 리드선(104)들을 히트싱크(102)에 접합시킴에 의하여 
발생하게 된다.

제7a-7c도에는 본 발명의 또다른 특징이 나타나 있다. 제7a도는 접착 피막된 절연테이프(109)에 의해 리
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드선(104)에 연결된 히트싱크(102)의 단면도를 보인 것이다. 제7b도에서 보는 바와 같이 히트싱크(102)나 
리드선(104)의 외단부에 힘이 가해질 경우 리드선(104)과 히트싱크(102) 사이에 바람직하지 않은 전기적
인 단락현상이 발생할 수 있다. 또한, 이와같은 전기적인 단락의 가능성은 히트싱크(102)와 접착물(l09)
에 대한 특정 리드선(104)들의 위치변화를 가능하게 하는 제조공차에 의해 더욱 악화될 수 있다.

제7c도는 본 발명의 일실시예에 따라 만들어진 제7a 및 7b도의 연결상태를 나타낸다. 제7c도에서 절연 접
착물(109)이 리드선(104)의 내단부(733)와 히트싱크(102)의 면(732)의 외주면 사이에 부착된다. 이 접착
물(109)은 몰드가 닫혀질때 리드선(l04)과 히트싱크(102)가 구부러질때에도 이들간에 전기적인 절연이 유
지되기에 충분한 거리만큼 리드선(104)의 내단부(733)를 넘어서, 그리고 히트싱크(102)의 외주면부를 넘
어서 뻗어있게 된다. 절연테이프(109)의 더욱 큰 영역은 또한 히트싱크(102)와 리드선(104) 사이의 힘의 
전달로부터 야기되는 테이프(109)에서 응력을 감소시키게 되는데, 이 힘은 더욱 큰 영역을 통해 분산된 
본  발명의  여러가지  실시예들이  기술되었으며,  이들  기술내용들은  예시적인  것이며  제한적인  것이 
아니다. 따라서, 해당 기술분야의 기술자가 다음에 설정되는 청구의 범위로부터 벗어나지 않는 상태에서 
본 발명의 임의의 변경을 적용할 수 있음은 명백하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

반도체다이, 이 다이의 제1면상에 형성된 다수의 전기전도성 접합패드를 구비한 집적회로, 그 제1면에  
상기 다이의 제2면이 부착된 히트싱크, 이 히트싱크로부터 바깥쪽으로 뻗어있도록 각각의 내단부가 절연
접착물과 함께 상기 히트싱크의 상기 제1면에 부착된 다수의 전기전도성 리드선들, 그리고 각각 상기 리
드선을 상기 다이의 상기 접합패드에 연결하는 다수의 접합선들로 구성되는 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉
시키는 방법에 있어서, 상기 히트싱크와 절연접착물의 결합두께가 몰드 캐비티의 해당영역의 깊이보다 크
도록 상기 몰드캐비티안에 상기 어셈블리를 배치하는 단계; 상기 리드프레임의 바깥쪽 부분이 상기 몰드
캐비티의 외부에 있도록 설정하는 단계; 상기 리드선들이 상기 히트싱크의 상기 제1면의 반대위치에 있는 
상기 히트 싱크의 제2면을 상기 몰드캐비티의 해당면에 대하여 고정시키는 힘을 가하도록 상기 몰드 캐비
티를 닫는 단계; 그리고 상기 힘이 상기 히트싱크에 전해지는 상태에서 상기 밀봉제를 상기 몰드 캐비티
로 전달하여, 상기 히트싱크의 제2면과 상기 몰드 캐비티의 해당면 사이에 상기 밀봉제가 침투되는 것을 
방지하도록 이들 두면 사이에 확실한 밀폐가 이루어지도록 하는 단계로 이루어진, 어셈블리를 밀봉제안에 
밀봉시키는 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 적어도 하나의 리드선에 상기 히트싱크의 상기 제1면에 평행인 평면상에서 적어도 하나
의 절곡부가 형성되며, 이 절곡부가 상기 몰드 캐비티안의 리드선 부분에 위치하도록 된 어셈블리를 밀봉
제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 리드선의 각 절곡부가 180°보다 작은 내각과 180°보다 큰 외각을 가지며, 상기 
내각의 장점이 원형처리되도록 된, 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 외각의 정점이 원형처리되도록 된 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 5 

반도체다이, 이 다이의 제1면상에 형성된 다수의 전기전도성 접합패드를 구비한 집적회로, 히트싱크의 제
1면에 상기 다이의 제2면, 그 일부분이 상기 히트싱크의 외주면을 넘어서 뻗어있도록 상기 히트싱크의 상
기 제1면에 부착된 접착절연물의 제1면, 상기 히트싱크로부터 바깥쪽으로 뻗어있도록 각각의 내단부가 상
기 절연물과 함께 상기 히트싱크의 상기 제1면에 부착된 다수의 전기전도성 리드선들, 각 리드선의 내단
부를 넘어서 뻗어있는 상기 절연물의 일부분, 그리고 상기 리드선을 상기 다이의 상기 접합패드에 연결하
는 다수의 접합선들로 구성된 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법에 있어서, 몰드캐비티안에 상기 어
셈블리를  배치하는  단계;  상기  각  리드선의  외단부가  상기  몰드  캐비티의  바깥쪽에  있도록  설정하는 
단계; 상기 리드선들이 상기 히트싱크의 상기 제1면의 반대위치에 있는 상기 히트싱크의 제2면을 상기 몰
드캐비티의 해당면에 대하여 고정시키는 힘을 가하도록 상기 몰드캐비티를 닫는 단계; 그리고 상기 힘이 
상기 히트싱크에 가해지는 상태에서 상기 밀봉제를 상기 몰드캐비티로 전달하여, 상기 히트싱크의 제2면
과 상기 몰드캐비티의 해당면 사이에 상기 밀봉제가 침투되는 것을 방지하도록 이들 두면 사이에 확실한 
밀폐가 이루어지도록 하는 단계로 이루어진, 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 6 

제5항에 있어서, 적어도 하나의 리드선에 상기 히트싱크의 상기 제1면에 평행인 평면상에서 적어도 하나
의 절곡부가 형성되며, 이 절곡부가 상기 몰드 캐비티안의 리드선 부분에 위치하도록 된 어셈블리를 밀봉
제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 리드선의 각 절곡부가 180°보다 작은 내각과 180° 보다 큰 외각을 가지며, 상기 
각 내각의 정점이 원형처리되도록 된, 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 외각의 정점이 원형처리되도록 된 어셈블리를 밀봉제안에 밀봉시키는 방법.
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청구항 9 

제1면과 이 제1면의 반대위치에 있는 제2면을 구비한 히트싱크상에 밀폐링을 형성하는 방법에 있어서, 상
기 히트싱크의 외주면으로부터의 소정거리에서 상기 히트싱크의 상기 제1 및 제2면중 한면 또는 두면상에 
소정의 깊이까지 절삭하고, 이에따라 하나의 단부표면상에 상기 밀폐링을 형성하기 위하여 상기 히트싱크
의 일부분을 나머지 부분으로부티 부분적으로 분리하는 단계로 이루어진, 밀폐링 형성방법.

청구항 10 

제9항에 있어서, 절삭에 의해 변형된 상기 히트싱크의 제1 및 제2면중 한면에 단턱을 형성하는 단계가 추
가로 구비되어, 상기 단턱이 상기 단부표면으로부터의 소정거리에서 상기 히트싱크와 상기 밀폐링 사이의 
접촉면의 깊이보다 작은 깊이만큼 형성되도록 된 밀폐링 형성방법.

청구항 11 

제l평면과 이 제2평면에 수직인 제2평면을 가지며 이 제1 및 제2평면의 교차점상에 설정된 단부 또는 그 
근처에서 원형처리 또는 그 이상의 단턱면들이 상기 제l 및 제2평면 사이에 형성되도록 상기 단부또는 그 
부근에서 상기 히트싱크를 정형하는 단계로 이루어진 히트싱크 형성방법.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 정형단계가 상기 단부로부터의 소정거리에서 소정깊이 만큼 상기 제1 및 제2 평면
중 한면을 스탬핑하도록 구성된 히트싱크 형성방법.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 정형단계가 상기 단부가 위치 또는 그 부근에서 상기 히트싱크를 식각 처리하도록 
구성된 히트싱크 형성방법.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 정형단계가 상기 단부의 위치 또는 그 부근에서 직사각형의 단턱을 형성하도록 구
성되며, 상기 단턱이 상기 히트싱크의 제1면에 수직인 제1단턱면과 상기 히트싱크의 제2면에 수직이고 상
기 제1단턱면에 수직인 제2면으로 구성된 히트싱크 형성방법.

청구항 15 

밀폐몰이 히트싱크면에 수직인 평면상에서 상기 히트싱크면으로부터의 제1거리에서 이 제1거리보다 큰 상
기 히트싱크면으로부터의 제2거리에서의 폭보다 작은폭을 갖는 단면형상을 갖도록, 상기 히트싱크면 내에 
또는 상에 상기 밀폐물을 형성하는 단계로 이루어진 히트싱크 형성방법.

청구항 16 

제15항에 있어서, 상기 밀폐물이 밀폐링 히트싱크 형성방법.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기 밀폐링이 날개형상의 단면을 갖도록 된 히트싱크 형성방법.

청구항 18 

제16항에 있어서, 상기 밀폐링 형성단계가, 상기 히트싱크면에 수직인 각면 상에서 직사각형의 단면을 갖
는 밀폐링을 형성하고, 그후에 상기 히트싱크면에 수직인 밀폐링면에 만입부를 형성하도록 구성된 히트싱
크 형성방법.

청구항 19 

제16항에 있어서, 상기 밀폐링 형성단계가, 상기 히트싱크면에 수직면 각 면상에서 직사각형의 단면을 갖
는 밀폐링을 형성하고, 그후에 상기 히트싱크면상에 수직인 제1면으로 부터 상기 제1면의 반대위치에 있
는 제2면까지 뻗어있는 상기 밀폐링에 구멍을 형성하도록 구성된 히트싱크 형성방법.

청구항 20 

제15항에 있어서, 상기 밀폐물이 밀폐 만입부인 히트싱크 형성방법.
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